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František Hájek se v disertační práci zabýval studiem vlivu bodových defektů na vlastnosti

struktur InGaN/GaN připravených organokovovou cpitaxí z plynné faze (MOVPE) s ohledem

na jejich aplikaci ve scintilačních detektorech.

Část práce týkající se současného stavu pozrrání je přiměřeně rozsáhlá a obsahuje velký počet

relevantních citaci. 7,ahrnuje stručnó shrnutí obecného aplikačního potenciálu nitridových
epitaxních vrstev. jejich základní vlastnosti se zaměřením na studované struktury lnGaN/GaN,
shnrutí požadavků na tuto strukturu pro speciíickou aplikaci ve scintilačních detektorech a

nejrozsahlejší část zabývajici se bodovými a čárovými defekty v GaN a InGaN.
V experimentální části jsou stručně popsány principy růstu metodou MOVPE a specifické
růstové paíametry pro přípravu struktur InGaN/GaN pro scintilační detektory a dále stručný

popis optických charakterizačních technik a pozitronové anihilační spektroskopie. Následuje
shrnutí motivace a cílů práce a diskuse výsledkťr. Jsou vysvětleny modely popisující žádotlcí
zkrácení doby dosvitu žluté luminiscence v GaN dané kontamiriací uhlíkem s využitím vysoké

koncentrace donorovýclr příměsí. Výsledky disertační práce jsou prezentovány formou

komentáře k šesti publikacím. jichž je František Hájek autorem či spoluautorem.

Za kličový výstup z pohledu přínosu Františka Hájka k řešenému tématu |ze považovat

komplexní pohled na fyzikální procesy probíhající r, navržené scintilační struktuře a návrh na

i,ešení problémů, které aktuálně snižují účinnost scintilačníoh detektorů nabázi InGaN/GaN.
Experimentální ověření návrhů byio znemožněno závadou na růstové aparatuře. Je zíeimé, že

František Hájek intelptetova| závéry zŤady měření z vlastního pracoviště i dalších pracovišť a
sám se zabýval zejména optickou charakterizací struktur. která je pro pochopení fyzikálních
jevů klíčová. Kromě stručného shrnutí podílů širokého kolektivu autorů na řešení by bylo
vhodné doplnit komentát'e k publikacím i popisem pr'íspěvku autora disertační práce

k j ednotlivým publikacím,

.Ie zřejmé. že autor prostudoval velké množství relevantní vědecké literatury a orientuje se

v široké škále problematik. K formální stránce nemám zásadni nřipomínky. Práce je logicky a

přehledně členěna, sanrotný text je snadtro čitelný. obsahuje přijatelné množství překlepů,
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nepřesných vyjádření a neobratných formulací (např, phosphorus/phosphor layer, str.14;

alematiorýalteration. str. 17; centrum/center, str. 23 a několikrét dále; equilibristic/equilibrium,

str.27, zavedení zkraíky QBs, str. 31 Zn formation energylZnlu formation energy, str.41;

quantum confined eflbctiquantum conťtnement effect. str. 47). Obrazky apoužitáliteratura jsou

v textu korektně citovány. Šest publikačních výstupů, na jejichz podkladech je práce sepsána"

je originálních a kvalitních.

K práci mám následujíci dotazy a podněty k diskusi při obhajobě:

1. Pokuste se vysvětlit rozpory ve stávajícím stavu poznáni mezi DFT výpoČty a
experimentem v případě zabudování uhlíku v nitridovýc}r vrstvách (strana 2l ).

2. Vysvětlete tvrzení ,,CL mapping just provides contrast due to charge repelling fi'om

dislocation cores instead oť non-radiative recombination" (strana 26).

3. Vysvětlete, proč významně roste vazebná energie elektronu na donorových pozicích
v kvantových jamách lnGaN (strana 43).

4. Vysvětlete význam ívrzeni. že: ,^Ií was explained as a competition of Vcu defects and

an unknown defect, which acts as more effrcient non-radiative centrum than bare vGa."
(strana 44). Toto tvrzeni nemá jednoznačný výklad a neodpovídátwzeni v článku čtyři,
ve kterém je vyslovenahypotéza, že existence vakancí Gabrání tvorbě vy§oce účinných
nezářivých rekombinačních center.

5. Vysvětlete vliv V-pitů na,"wave-guide effect" (strana 47).

6. Prosím o vyjádření příspěvku autora disertační práce k jednotlivým publikacím.

Prácijsem důkladně prostudoval a s potěšením konstatují,žeji doporučuji k obhajobě.

V Praze dne27.4.2023 lng( lanGlm. Plr.D.
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